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Exercice 1 :

1°)S=a®b; R=ab

2°) C’est un demi additionneur (Half adder)

Exercice 2
1°/
a
b
lin
Schéma d’un additionneur complet ( Full adder)
2-1°/
Report KRR
1 1:1:1:0
* . 1:0.1.1
Résultat 1:1:0:0: 1
2-2°/
11 0 1 1 1 1 0
vy vy vy vy
41— + < 1 + 41 + < Q +

=
o
o
=
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Exercice 3

Pour trouver le complément a 2 d’'un nombre on doit réaliser I'opération suivante :
Nombre as a; ai Qo

On doit complémenter le nombre et ajouter 1.

Report ' | , ,
ERCAERE
+ I
Résultat ! ! ! !

Cette opération nécessite 4 cellules NAND et 4 demi-additionneurs

» Bit a rejeter
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Exercice 4

1-

ai adp
X
by bo
ai . bo ap . bo
+
ai . bl dg . bl
C3 C2 Cil Co

Composants nécessaires :

Co | Une fonction logique ET

C: | Deux cellules ET et un demi-additionneur

C, | une cellule ET et un demi-additionneur

3 - Logigramme:

Cs
A

b1 bg a1 ap
® 9 ® $
R S———————————————" Y SRR R
I . . 1
i — o— :
| Q0 Q0 Q0 o i
v Vv 2
| 4 Add Y4 Add |
i Ri Sip E

___________________________________ v oo

Co Co I
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Exercice N°5- Etude d'un additionneur BCD :

Soit X une sortie logique qui occupera le niveau haut seulement quand la somme est supérieure a 1001

1°) Equation de X.

X = S4 + S3.(S2+51)

Ss | S5 | S2| St | S
10 0 1 0 1 0
11 0 1 0 1 1
12 0 1 1 0 0
13 0 1 1 0 1
14 0 1 1 1 0
15 0 1 1 1 1
16 1 0 0 0 0
17 1 0 0 0 1
18 1 0 0 1 0

2°) Schéma du montage

Report appliqué
a I'additionneur
BCD suivant

<

<

Exercice N°6

1- Table de vérité

bs S;

bo a4q | Ao S, 83
O |0 |0 |0 |1 |0 |O
0O |0 |0 [1]0 |1 1|0
O |0 |10 )0 |1 ]0
O |0 (1110 |1 1]0
O|{1]0 (0|0 |O |1
OJ|1 110 (1 1]1 1010
O 1|1 |1 1]0]J0 |1 ]0
O |1 |1 |1]10 |1 ]0
110 {0 |0 JO [O |1
110 (0 |1 ]0 |0 |1
1101011 [0 |O
110 (1 ({170 |1 |0
1T (110|010 |0 |1
111 (0 (1 ]0 |0 |1
111 (1100 |0 |1
111 (1 (111 ]0 |0

B3 Bz B1 BO
} Représentation codée BCD
VVVY -
:C4 Additionneur . gg -ra:igoi:fg?'il:arS; par I'additionneur
paralléle de 4 bits
4 Y.Y. VY Y A A 4224
S4 Ss [S2] S1| So Az Ay A4 Ao} Représentation codée BCD
- A
YVYVY
Additionneur Additionneur
R . de la
paralléle de 4 bits > correction
A 1171
J
Somme BCD
2- Equations logiques de S1, S; et S3
b
w20 100101 11|10
00 (D]ofo]o
01 [0 [(1) 00O
11 (o [0 [C1)]o0
10 |0 0] 0 (N
Si = _1.50.61.50 +51.a0.51.b0 + a1.ao.b1.b0 + a1,§0,b1_60
b b
alaét’ 00|01 (11|10 alalo(’ 00 | 01 _{11),10
00 [o[0]O]O 00 [0 [C [KD] 1
01 /1700 ]0] 01 [0 [0\ [
11 KDYV 1\ o |[A 11 JoJo]Q0T0
10 (1| 1/]o]o0 10 [ o] o [/1\]0
b

S,= a b +abb +a.ab,
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3°) +5V O
U1
[20) 77
] %2
[bo) o BEE
B1 1 2 3
e
g A<B QA<B ;
108 aas|e
7485
ov
Exercice N°7
Entrées sorties
A B cascadables
A<B | A=B | A>B | A<B | A=B | A>B
1100 0111 0 1 0 0 0 1
1100 1111 0 0 0 1 0 0
1100 1100 0 1 0 0 1 0
1100 1100 0 0 0 1 0 1
1100 0100 1 0 0 0 0 1
1101 1101 1 0 0 1 0 0
Exercice N°8
10
) a) F= (A0 ® B0). (A1® B1). (A2 © B2). (A3 ® B3)
b) F=1lorsque A=B
2°) La référence du circuit est le 7485
A0 o
A1 o0 I
|
"2 o Ellﬁleﬂwﬁ?lﬂﬁalg F,
D— |
a“_,— D 7485
A3 o0
D— | T U
B3 oo
+5V O
ov
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Exercice N°9 fs = fsy+fe,.fsy ; fi = fio+Heo fiy ; fe = fe,.fey
fip
Ax—p ¢ - fs
B,—p Comparateur [1€2_3, _j>—>
2 1bit fs) o

) fe
fig

\ 4

Ar1—p ,
Comparateur fe1 > fi
B1—» 1bit for
*— N\ |
./
—1
|

Exercice N°10

OV +5V [ [o oV +5V

@) L @
5lx1z88282R23|S 8[x1388282823|S
2L 222
o

Exercice N°11
1-

Entrée de A B E

sélection M Cn Opération réalisée

S332 S1 S0 A3A2A1A0 B3B2B1B0 FiF.FFo

17000 0 1 17101 17100 F =A+AetB 17001

0001 1 X 17101 17001 F = non (A ou B) 0010

0101 1 X 17001 0110 F=nonB 1001

0110 1 X 1001 0101 F=AxorB 1100

17101 0 1 0101 17001 F=(AouB)+A 0010

0111 0 1 17101 17011 F = (A et (non B)) - 1 0011

0100 1 X 0101 17001 F = non (A et B) 1110

1011 1 X 17100 17001 F=AetB 1000

17111 0 0 17100 17001 F=A 17100
2-Si(S382S81S0)=(1001); et M=1 écrire 'équation de FO en fonction de A0 et BO avec des

opérateurs NAND a deux entrées.
O+A_0.B—Oﬁ

FO= (A0/BO)/((A0/A0)/(BO/BO)
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